
 
                                

THYRISTOR  Type：TSN10A80 
                                

   １０Ａ, ８００Ｖ 
 
構造： シリコンプレーナ型逆導通サイリスタ 
用途： ＨＩＤランプ点灯用 
    コンデンサ放電制御用 
    バラスト回路用 
 
■ 最大定格 

項     目 記号 条      件 定  格  値 単位 

繰り返しピ－クオフ電圧 ＶＤＲＭ Ｔ j＝25℃  ８００ Ｖ 

繰り返しピークオン電流 
(注1) 

ＩＴＲＭ 

ＴＣ≦100℃，ＶＤＭ≦400V 
ＩＧ≧80mA，dig/dt≧0.5A/μs 
tw≦1.0μs，di/dt≦1500A/μs 
duty≦0.005％ 

５００ Ａ 

繰り返しピーク順電流 
(注1) 

ＩＦＲＭ 
ＴＣ≦100℃，ｔＷ≦1.0μs 
duty≦0.005％ 

５００ Ａ 

臨界オン電流上昇率 
オン電流降下率耐量 
(注1) 

di/dt 

Ｔａ≦100℃，ＶＤＭ≦400V 
ＩＧ≧80mA，dig/dt≧0.5A/μs 
ＩＴＭ≦500A，ｔＷ≦1.0μs 
50 Hz，1 分間，ﾌｨﾝ無し 

１５００ A／μｓ 

ピークゲート電力損失 ＰＧＭ ｆ≧50Hz，duty≦10％ ５ Ｗ 

平均ゲート電力損失 ＰＧ（ＡＶ） － ０．５ Ｗ 

ピークゲート電流 ＩＧＭ ｆ≧50Hz，duty≦10％ ２ Ａ 

ピークゲート電圧 ＶＧＭ － １０ Ｖ 

ピークゲート逆電圧 ＶＲＧＭ － ５ Ｖ 

動作接合温度範囲 Ｔｊｗ － －４０ ～ ＋１２５ ℃ 

保存温度範囲 Ｔｓｔｇ － －４０ ～ ＋１５０ ℃ 

 (注1)  回路及び波形 
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■ 電気的特性（Ｔｊ＝２５℃） 

項     目 記 号 条      件 最 小 標 準 最 大 単 位 

ピークオフ電流 ＩＤＭ ＶＤＭ =ＶＤＲＭ  － － １００ μA 

ピークオン電圧（ｻｲﾘｽﾀ） ＶＴＭ ＩＴＭ =20A － － １.５０ Ｖ 

ピーク順電圧（ﾀ゙ ｲｵー ﾄ゙ ） ＶＦＭ ＩＦ =10A  － － １.５０ Ｖ 

ゲートトリガ電流 ＩＧＴ － － ２０ ｍA 

ゲートトリガ電圧 ＶＧＴ 
ＶＤＭ= 6V ，ＲＬ =10Ω 

－ － １.０ Ｖ 

保持電流 ＩＨ ＩＧ=50mA，ＩＴＭ=1A － ７ － ｍA 

ラッチング電流 ＩＬ ＩＧ=50mA － １３ － ｍA 

熱抵抗 Ｒｔｈ（ｊ-ｃ） 接合部－ケース間 － － ５ ℃/W 

熱抵抗 Ｒｔｈ（ｊ-ａ） 接合部－周囲間 － － ８０ ℃/W 

 
■ 外形図 

 
 電極接続 
  ①  ：カソード 
 ②,④：アノード 
  ③  ：ゲート 
 
 重量：約１.４５ｇ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


